Исследование параметров осаждения буферных слоев и их влияние на свойства промышленных 2G ВТСП лент
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Настоящая работа посвящена изучению процессов осаждения на металлическую ленту-подложку буферных слоев с архитектурами LaMnO3/MgO-epi/MgO-IBAD/Y2O3/Al2O3 и LaMnO3/MgO-epi/MgO-IBAD/LaMnO3/Al2O3, предназначенных для последующего нанесения на них ВТСП слоя. Проведен систематический анализ полученных пленок с помощью методов дифракции и измерения электрофизических характеристик ВТСП пленок, нанесенных на ленты с различной архитектурой буферных слоев. Контроль текстуры в процессе роста пленок обеспечивался путем мониторинга дифракционной картины, полученной в результате дифракции быстрых электронов после нанесения слоя IBAD-MgO и до нанесения последующего слоя epi-MgO. Скорость роста слоя MgO измерялась с помощью кварцевых микровесов непосредственно в процессе роста. В экспериментах варьировались параметры роста слоя IBAD-MgO, такие как толщина, а также скорость осаждения и ионного тока ассистирующего луча травления. Кроме того, была предпринята попытка изменения состава гетероструктуры путем замены слоя Y2O3 на слой LaMnO3, были проведены эксперименты по изменению его толщины. 
По результатам измерения сверхпроводящих свойств выявлено, что уменьшение толщины слоя MgO вызывает сначала несущественное уменьшение критического тока (2% в случае толщины 70%), а затем оно становится больше (14% в случае пленки толщиной 50%). Установлено, что в обоих случаях деградируют оба параметра текстуры – как в плоскости пленки, так и в перпендикулярной ей плоскости, при этом качество текстуры понижается с уменьшением толщины слоя MgO. При этом одновременное увеличение скоростей осаждения и травления приводит к положительному изменению текстуры и критического тока, за счет увеличения толщины пленки, а также уменьшения доли поликристалла на исходном этапе формирования текстуры. 
Были получены ленты с разной толщиной затравочного слоя LaMnO3 (10нм, 50нм, 80нм). Установлено, что при различных температурных условиях осаждения слоя LaMnO3 толщина, при которой его использование приводит к достижению значений критического тока, аналогичных значениям критического тока образцов, полученных с использованием затравочного слоя Y2O3, составляет не более 50-80нм.
